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Виняткові фотоелектричні властивості карбазолвміщуючих по­
лімерних матеріалів типу полі-N-епоксипропіm<арбазолу (ПЕПК), 
полі-N-вініл-карбазолу (ПВК) обумовили їх широке використання 
як фоточутливих шарів для електрофотографїі та фототермоплас­
тики (ФТП). Фоточутливість цих органічних напівпровідників по­
в'язана з карбазольними ядрами (що є досить великою замкненою 
спряженою П-електронною системою, яка є донором електронів), 
регулярністю їхньої структури та щільністю упаковки. 

Власна фоточутливість карбазолвміщуючих полім ер ів знаходи­
ться в ультрафіолетовій області, тому в полімерну матрицю вво­
дять спеціальні домішки ( сенсибілізатори), які дозволяють зсунути 
фоточутливість шару в видиму область спектру. Для ФТП-шарів 
широке розповсюдження отримала сенсибілізація ПВК і ПЕПК П­

електронно-акцепторними сполуками, які утворюють з карбазоль­

ними ядрами полімеру комплекси з переносом заряду (КПЗ), погли­
наючими випромінення у видимій області спектру. 

Для фототермопластичного запису інформацu· ми використову­
вали ПЕПК і сополімери ЕПК з гліцидиловими ефірами, оскільки 
структура молекули ПЕПК, в якій відстань між карбазольними яд­
рами (в 2 довжини зв 'язку) є оптимальною як для одержання висо­
кої електрофотоrрафічної чутливості , так і для забезпечення необ-. . . ..., 
х1дних гнучколанцюгових I пл1вкоутворюючих властивостеи одно-

шарових ФТП-композицій. Досліджено вплив широкого спектру П­
електроно-акцепторів флуоренового ряду (1) на сенсибілізацію фо­
топровідності полі-N-епоксипропілкарбазолу в області 400- 900 нм . 
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3. Се1tціл црирод11ичих tхаук 

Визначено електрофотографічні і голографічні властивості од­
ношарових фототермопластичних середовищ (ФТПС), що містять 

ПЕПК з додаванням 2 моль. о/о різноманітних АЕ на основі флуорена. 
Зразки ФТПС являли собою тонкі плівки (1-1,5 мкм) компози­

цїі ПЕПК з додатками АЕ, які нанесені на скляні пластинки з елек­
тропровідним підшаром Sn0

2
• 

Електрофоточутливість (ЕФ4, S лv,v) оцінювали за спадом повер­
хневого потенціалу під дією випромінення з довжиною хвилі 

л= 400-900 нм, а голографічну чутливість S за рівнем дифракцій­
ної ефективності 11 = 1 о/о у випроміненні He-N ~ лазера з л = 633нм. 

З'ясовано, що збільшення числа акцепторних груп розширює спек­
траль1-rу чутливість (SJ ФТПС у довгохвильову область спектру вна­
слідок збільшення спорідненості до електрона акцептора, при цьо­
му кожна додаткова група -N0

2 
приводить до розширення Sл. на 

70-80 нм, група -CN - на 55-65 нм, групи СООН, COOAlk, 
CONAlk2 - на 35-45 нм; заміна кисню карбонільної групи у поло­
)І<енні 9 на групу C(CN)

2 
- на 120-140 нм. 

Електрофотографічна чутливість практично не залежить від 
того, у якому положенні флуоренового ядра знаходиться та t.ІИ інша 
акцепторна група. 

Збільшення довжини радикала в групах COOAlk супроводжує­
ться збільшенням розчинності АЕ в ароматичних вуглеводах, покра­
щанням реологічних властивостей одношарових ФmС, збільшенням 
голографічної чутливості, дифракційної ефективності, циклічності. 

Отримано ФТПС з панхроматичною чутливістю в діапазоні спе­
ктру л = 400-700нм S = 1 °/о~ 80-120 м2\Дж, і чутливіе110 до ближ­
ньої ІЧ-області спектру S = 1 % ~ 4 6 м2\Дж для л =850-900 нм. 

Також проведено дос~ідження можливостей подальшого збіль­
шення спектральної чутливості ФТПС за рахунок створення ново­

го класу сенсибілізаторів, я1<і поєднують у собі сильно виражений 
..,. . 

електронно-акцепторнии характер з власним 1нтенсивним поглинан-

1-1ям випромінення в певній спектральній області. 
Так, при стабілізацїі ПЕПК похідними 9-( 1,3-дитиол-2-ілі­

ден) флуорену одержано збільшення ЕФ4 і реаль1-1ої голографічної 
чутливості S в 2-3 рази в області л, = 400-550 нм . 

Синтез у~іх вищеназваних флуоренових акцепторів і мод~,1фіко­
ван~,1х полімерів на основі N-епоксипропілкарбазолу здійснено в 
УнФОУ НАН Україн11, м. Донецьк. 

Розроблені високочутливі ФТПС поширюють можливість їх 
практJ,1чного в11користання як реверсивних середовищ для інтерфе­
рометрії, а тако){< для запису ''райдужних'' голограм. 
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